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ANTECEDENTES DEL INVENTOQ

Ambito del invento

Bl &mbito de la técnica al cual pertenece el invento
se refiere a circuitos multivibradores y en particular a cir-
cuitos multivibradores que utilizan un solo dispositivo semi-
conductor.

RESUMEN DEL INVENTO

El objeto principal del invento consiste en propor-
cionar un circuito multivibrador mejorado.

Otra caracteristica del invento consiste en propor-
cionar un circuito multivibrador utilizando un dispositivo semi
conductor de cuatro terminales de tipo nuevo dotado de una ca-
racteristica de amplificacibn con emisor conectado a masa que tie
ne generalmente la forma de una V y que utiliza esta caracte-

ristica como medio para producir una accidn de multivibrador en

respuesta a una sefial de disparo.

El objéto principal -del invento consiste en propocio
nar un circuito multivibrador del tipo descrito mis:arriba en
el cual el circuito de puerta del dispositivo semiconductor .de
cuafro terminales de tipo nuevo se polariza en un punto bajo
de la caracteristica de amplificacidn de corriente con emisor
conectado a masa, y la tensidn de la puerta se desplaza bajo
el efecto de un condensador conectado entre la puerta y el co
lector del dispositivo, en el momento de la aplicacidén de impul
so de disparo al circuito de base.

Bstos objetos asi como otros objetos, caracteristicas
y ventajas del invento podrin entenderse mis claramente leyen-
do la siguiente descripcidn tomada conjuntamente con los dibu-
jos adjuntos en los cuales se utilizan nimeros de referencia

para designar un modo de realizacién preferido.
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BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

La figura 1 es una ilustracibn de un ¢ spositivo de

tres terminales que puede formar la base de un dispositivo de
cuatro terminales segiin el invento;

La figura 2 es una ilustracién de una variante dec rea
lizacién de un dispositivo de tres terminales similar a la figu
ra 1}

La figura 3 es una ilustracibén de un dispositivo de
cuatro terminales segiin el invento, que puede ser utilizado en
un circuito tal dbmo el que se ilustra en la figura 6;

La figura 4 es un circuito de prueba utilizado para
producir una curva caracteristica de amplificacibén de corrien-
te con emisor conectado a masa segin se ilustra en la figura 5;

La figura 5 es una caracteristica de amplificacién de
corriente con emisor conectado a masa de un dispositivo semi-
conductor de cuatro terminales segiin el invento segiin se ob-

tiene en el circuito de la figura 2;
La figura 6 es un esquema de un circuito multivibra

dor que emplea un dispositivo semiconductor de cuatro termina-
les segin el invento; :

La figura 7 es otra ilustracién de una caracteristi
ca de amplificador de corriente con emisor conectado a masa del
dispositivo ilustrado en la figura 6, que representa los varios
puntos de polarizacidén empleados para producir la accién del

multivibrador;
La figura 8A es una forma de onda que ilustra la natu

raleza del impulso de disparo que se aplica a la base del dispo

sitivo de cuatro terminales de la figura 6;
La figura 8B es una ilustracibén de la tensibn de sa-

lida del circuito multivibrador; y
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La figura BC. es una ilustracidén de la tensidn que se
desarrolla en el terminal de puerta del dispositivo semicon-~
ductor en respuesta a la aplicacidn de una sefial de disparo se

giin se ilustra en la figura 8A.
DESCRIPCION DE LOS MODOS DE REALIZACIUN PREFERIDOS

El invento se refiere a un circuito multivibrador mo-
noestable que utiliza un nuevo dispositivo semiconductor de cua
tro terminales en el cual una seflal de disparo se aplica a la
base del dispositivo y un circuito de .carga esti conectado en-
tre la puerta y el colector de tal manera que se aproveche la
caracteristica de amplificacibdn de corriente con emisor conec-
tado a masa en forma de V del dispositivo, de manera benéfica
para la produccién de la accifn del multivibrador.

Los dispositivos semiconductores de cuatro terminales
de tipo nuevo, que se ilustran en la figura 3 tienen elevados
factores de amplificacién de corriente, presentan una buena ca
racteristica de saturacidén y un ruido reducido en comparacién '
con los transistores bipolares de la técnica anteriér y se Ob-
tienen afiadiendo un cuarto electrodo a un cuerpo de un disposi
tivo semiconductor del tipo de tres terminales que se describe
més adelante,

El fPactor de amplificacidén h - de un transistor conec

tado a masa, que Eonstituye uno de 123 pardmetros que permi-
ten valorar las caracteristicas del transistor bipolar, puede
ser expresado por la siguiente ecuacidn (1) si se llama « el
factor de amplificacién de corriente con base conectada a masa

del transistor.
hpg = = (1)
1T -« .

El factor o\ se expresa por la siguiente ecuacién:
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-0 =+

’ Xz B (2)
en la cual A * representa el factor de amplificacibén de colec
tor, ‘5 el rendimiento de transferencia de base y Y el rendimien
to de inyeccidén de emisor respectivamente.
Ahora si se tiene en cuenta el rendimiento de inyec-

cién de emisor Y de un transistor tipo NPN Y viene dado por la

siguiente ecuacibén (3).

(= —B = 3 (3)
In*Jp 14 35
Jn

en la cual J,, representa la densidad de corriente de los elec
trones inyectados. a partir del emisor en la base del transis-
tor y JP la densidad de la corriente de los agujeros inyecta-
dos a partir de la base del emisor del tramsistor, respecti-

’
1

vamente,
Ya que Jn Yy Jp se expresan por las siguientes ecua-

ciones (4) y (5), respectivamente,

- ¢n B v
Ty = S2-E exp (L) (4)
n
D p
j = apn -exp (gV - (5)
P LP kT

la relacién%:.}n/ JP se expresa por la siguiente ecuacibn:

§ - Jp =Ip . Pu (6)
3 LD ”
n pn

en la cual Ln representa la distancia de difusidn de los porta
dores minoritarios en la base del transistor; LP la distancia
de difusién de los portadores minoritarios en el emisor del
transistor; D, la constante de difusibén de los portadores mi-
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noritarios en la base; Dn la constante de difusidn de los por-
tadores minoritarios en el emisor; np la concentracibn de los
portadores minoritarios en la base en estado de equilibrio;pn
la concentracibn de los portadores minoritarios en el emisor
en estado de equilibrio; V una tensidn aplicada a la unibn de
emisor de transistor; k la constante de Boltzmann; T la tempe
ratura y q el valor absoluto de la carga eléctronica.

Si se supone que la concentracibén de impurezas en el
emisor del transistor tiene el valor de N, ¥y que en la base del
transistor tiene el valor N, el término P2 puede sustituir

np

se por el término . Ademds, ya que L, estéd limitado por

. N
el ancho de base W Dy Ln = W, la relacién 9 se expresa por la si

guiente ecuacidn.

S= _VW . Dp . M (7)

LP Dn ND

Las constantes de difusidn D Yy Dp son funciones de

transferencia de la portadora y de la temperatura y en este ca
. . .

SO se supone que son sustancialmente constantes.

Como puede verse en las ecuaciones respectivas que
anteceden, con el objeto de aumentar el Ffactor de amplificacidn
de corriente hF,E
cibn ® un valor pequefio.

de un transistor, es suficiente dar la rela-

Por tanto, en un transistor normal, la concentra-
cibén de impurezas ND de su emisor se elige con un valor suficien
temente elevado para que la relacidn S sea pequefia,

Sin embargo, si la concentracidn de impurezas del emi
sor se elige con un valor suficientemente alto, por ejemplo su-

2 étomos/cm3, se producen defectos de reticulo y

perior a 101
una dislocacidn en el cristal del cuerpo semiconductor del

transistor, lo que deteriora el cristal. Ademds, debido al he
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cho de que la concentracidén de impurezas del emisor propiamente
dicho es elevada el tiempo de vida T p de los portadores mino-
ritarios inyectados en el emisor a partir de la base es corto.

Ya que la distancia de difusibn Lp se expresa por la
siguiente ecuacién (8)

L, =D, T, (8)

la distancia de difusién LP de los portadores minoritarios o
agujeros es corta. Por tanto, como puede verse a partir de la
ecuacidn (7) & no puede tener un valor.suficientemente requefio
y por tanto el rendimiento de inyeccidn Y no puede rebasar un
valor determinado. Como resultado de ello, el factor de ampli
Picacibn de corriente hFE no puede tener un valor muy elevado
en un transistor corriente,

El dispositivo semiconductor de 4 terminales de ti-
PO nuevo no pregenta los defectos mencionados mas arriba, inhe-
rentes al transistor de la técnica anterior. Como dispositivo
semiconductor utilizado en este invento, puede utilizarse un dis
positivo .tipo NPN o un dispositivo tipo NPN como en el caso de
los trangistores de la técnica anterior; sin embargo, se descri
bir& ahora un dispbsitivo semiconductor tipo NPN haciendo refe-
rencia a las figuras 1 y 2 a titulo de ejemplo.

Como puede verse en la Figura 1, el dispositivo se~
miconductor de tres terminales tipo NPN consiste en una prime-
ra regién semiconductora 1 de conductividad tipo N~ formada en
un substrato semiconductor S de conductividad tipo N+, una se-~
gunda regibén semiconductora 2 de conductividad tipo P formada
en el substrato semiconductor S en un punto adyacente a la pri-
mera regidn 1, y una tercera regibn semiconductora 3 de conduc-
tividad tipo N Fformada en el substrato § en un punto adyacente
a la segqunda regidn 2 para formar una primera unién Jg del
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tipo PN, entre las primera y segunda regiones 1 y 2, y una se
gunda unibn qétipo PN entre las segunda y tercera regiones 2
y 3, respectivamente.

Con el dispositivo semiconductor ilustrado en la fi
gura 1, en la posicidén situada frente a la primera unidn Jg s&
parada de ella por una distancia inferior a la distancia de di -
fusibn LP dé los portadores minoritarios 0 agujeros inyectados
a partir de la segunda regidn 2 en la primera regibn 1, se Ffor
ma en la primera regibém 1 una barrera de potencial dotada de
una energia mds elevada que la de los portadores minoritarios
o0 agujeros, O por lo menos una energfa igual a la energia tér
mica. En el ejemplo de ;a figura. 2, la concentracibén de impu
rezas en la primera regibén 1 se elige suficientemente baja por

ejemplo del orden de-1015-étom03/cm3

y vV se forma en la primera
regifn 1 una regibén 1a de conductividad tipo Nt con una concen
tracidén de impurezas de aproximadamente 10"? étomos/cm3. para
formar una unién Jy tipo LH y por tanto para fofmar la barre-
ra..

‘ La concentracién de impurezas en la segunda regibn

15

2 se elige del orden de 10~ - 1017 étomos/bm3 y de la terce-~

ra regidn se elige suficientemente baja, por ejemplo del orden

de 10'° étomos/cm3.

En el substrato semiconductor § adyacente a la terce
ra regidn 3 pero separado de la segunda unidn Jor esti Fformada
una regién 3a de conductividad tipo N* y con una concentracién
de impurezas de aproximadamente 10'? - &tomos/cn>.

Un primer electrodo 4E estd formado en la regidn 1a
de elevada concentracidén de impurezas de la regibn 1, en con-
tacto con eila; un segundo electrodo 4B esti formado en la se

gunda regidn 2 en contacto ohmico con ella; y un tercer elec-
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trodo 4C esté formado en la regidn de alta concentracibn de im
purezas 3a adyacente a la tercera regidn 3 en contacto ohmico
con ella, regpectivamente, A partir de estos electrodos 4E,
4B y 4C salen unos primero, segundo y tercer terminales E,
B y C, respectivamente. En la figura 1, la referencia numéri
ca 5 indica- una tapa aislante'hecha de por ejemplo SiO2 forma
da en la superficie del substrato S.

El dispogitivo semiconductor ilustrado en la figura
1 puede ser empleado como transistor. En tal caso, la primera
regiéh 1 sirve como regidn de emisor; la segunda regidn 2 co-
mo regién de base; y la tercera regién 3 como regibn de colec
tor, respectivamente. Se aplica una polarizacidn en sentido
directo a la unidn de emisor Jp ¥ se aplica wa polarizacibn
inversa a la unién de colector Jge

Por tanto, los agujeros inyectados a partir de la ba
se o0 de la segunda regidn del emisor o primera regibn 1 tienen
un largo periodo de vida en razén del hecho de que la regidn
de emisor 1 tiene una baja concentracibén de impurezas y buenas
propiedades cristalinas y por tanto la distancia de difusibn
LP de los agujeros de la regidn de emisor 1 es larga. Como re
sultado de ello, como puede verse en las ecuaciones (6) y (3),
el rendimiento de inyeccibn de emisor Y , puede ser elevado.
Sin embargo, cuando la distancia de difusidn LP es larga, si
los agujeros inyectados en la regibn de emisor 1 pueden lle-
gar a la superficie del substrato § y pueden recombinarse con
electrones en la superficie, en la préctica, la distancia de
difusidn L_ no puede tener un valor sustancialmente largo. Con
el dispositivo semiconductor de la figura 1, ya que La barre-
ra de potencial estl formada en la regibén de emisor 1,estando
dicha barrera de potencial situada frente a la unibén de emi-
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sor JE’ en una posicién situada en wna distancia inferior a la
distancia de difusién LP de los portadores minoritarios, el
grado de recombinacibén superficial disminuye y la distancia de
difusién LP puede tener un valor suficientemente largo.

Debido a la formacifn de la barrera de potencial desg
crita mis afriba en el ejemplo ilustrado en la figura 1, la
densidad de corriente o componente JP de los agujeros inyecta
dos a partir de la regidm de base 2 en la regibn de base 1
disminuye. BEs dgcir, que en la unibn Iy tipo LH en la regidn
de emisor 1 se produce una falsa diferencial de nivel de Fer-
mi o campo eléctrico incorporado que sirve para suprimir la di
fusipn de los agujeros o portédores minoritarios. Por tanto,
si el nivel de Fermi es suficientemente elevado, la corriente
de difusidn producida por el gradiente de concentracidén de los
agujeros y la corriente de desplazamiento producida por el cam
po eléctrico incoporado se anulan mutuamente en la unién ti-
po LH reduciendo la corriente de agujeros J 1nyectada a par-
tir de la base 2 a través de la regidn de emlsor 1 de reduci-
da concentracibén de impurezas. En razbén de este efecto, la re
lacibn entre la corriente electrdnica que llega a la regién de
colector 3 y la componente de corriente que atraviesa la unibn
de emisor JE aumenta y, por tanto, el rendimiento de inyeccidn

de emisor Y aumenta como puede verse en la ecuacidn (3), ha-

ciendo que el factor de amplificacibén de corriente hFE tome

un valor elevado. .
La diferencia de nivel mencionada m&s arriba (altura

de la barrera de potencial) .debe ser superior a la energia de

los agujeros o por lo menos igual a la energia térmica. La

energia térmica puede ser representada aproximadamente por kT

pero la diferencia del nivel mencionada mis arriba debe conve
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nientemente ser superior a 0,1 eV. Con la regidén de transicién
del potencial, la distancia de difusién Lp de los agujeros no
debe terminar en la regidn de transicidn, es decir que es con
veniente que la distancia de difusibn LP de los agujeros sea su
perior al ancho de la regibén de transicidm.

En el caso de que la unibn J, tipo LH esté forma-
da segin se representa en la figura 1, es posible obtener una
barrera potencial de 0,2 eV, eligiendo adecuadamente el gra-
do de impurezas y el gradiente de la regibn 1a de elevada con
centracidn de impurezas.

La figura 2 representa otro ejemplo de un disposi
tivo semiconductor de tres terminales en el cual se utilizan
los mismos nimeros y letras de referencia que en la figura 1
para indicar elementos idénticos y por tanto se omitird su
descripcidn, !

En el ejemplo de la figura 2, con el objeto de for
mar una unién‘JS tipo PN frente a la primera unibén o unidn de
emisor Jg se forma en la primera regidn 1 una primera regidn
suplementaria 6 de conductividad tipo P, En el ejemplo de la
figura 2, la distanc;a entre las uniones Js y JE se elige de
modo que sea inferior a la distancia de difusién L, de los
portadores minoritarios en la primera regibén 1. La otra cons
truccidén del ejemplo en la figura 2 es sustancialmente idénti
ca a la del ejemplo ilustrado en la figura 1.

En el ejemplo de la figura 2, ya que la distancia
de difusidn L_ de los agujeros.inyectados en 1la primera re-
gién es larga como se ha descrito mis arriba, los agujeros
llegan a la regidn adicional 6 de manera mds eficaz y a con-
tinuacidn son absorbidos por ella. Cuando la regién adicio-
nal 6 tiene un potencial eléctricamente flotante, este poten-
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cial aumenta cuando el nﬁmero.de los agujeros que llegan a

la regibn adicional 6 aumenta. Por tanto, la unibn Jg tipo
PN formada entre las regiones 6 y 1 estd polarizada en sentido
directo hasta su voltaje de disrupcibén sustancialmente y, en
tonces, se reinyectan agujeros en la primera regibén 1 a par-
tir de la regién adicional 6. De este modo, la concentracién
de los agujeros en la primeré regidn 1 cerca de la regién adi
cional 6 aumentard y por consiguiente la distribucibén de 1la
concentracibn de los agujeros entre las uniones JE y Js en la
primera regién 1, tendrf un valor uniforme y su gradiente se
r4 progresivo, dando lugar a una reduccién de la corriente de
difusidn Jp @ partir de la segunda regibén 2 hasta la primera
regidn 1. -

Si, en el dispositivo semiconductor descrito més
arriba se forma una cuarta regién o regidn de control en la
primera regidn 1 del mismo, y si se conecta un cuarto electro
do o electrodo de control;(pﬁerta) para formar un dispositivo
semiconductor de cuatro terminales de tipo nuevo,'su Factor
de amplificacibn de corriente podri hacerse variar aplicando
una tensidén de control al electrodo de control (puerta).

Haciendo referencia a la figura 3 se describird
ahora un nuevo dispositivo semiconductor de cuatro terminales
adecuado para ser utilizado en el invento, en el cual se for
ma un electrodo de control (puerta) en la superficie de un
elemento (regidén de control del semiconductor) de la primera
regién semiconductora 1 (regién de emisor) del dispositivo
semiconductor del tipo de tres terminales ilustrado en la f£i
gura 1, a través de una capa aislante. Por tanto, en la fi-
gura 3, los elementos que corresponden a aquellos elementqs

de la figura 1 se ilustran por medio de nimeros y letras de
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referencia idénticos y su descripcibn se omitiri para acortar
la descripcidn,

En el modo de realizacién de la figura 3, un elec
trodo de control 4G, por ejemplo una capa metélica constitui
da por aluminio y que tiene una superficie predeterminada, se
forma en una parte de la primera regidn semiconductora 1 (re-
gién de emisor) del dispositivo ilustrado en la Pigura 1 a
través de una capa aislante 7 (capa aislante de pugrta) que
tiene un espesor predeterminado de por ejemplo 100A (Angs-
trom), v esta capa estd hecha por ejemplo de §i0,, 1o mismo
que la capa aislante 5, Y  corresponde a la capa aislante
de puerta de un MOS FET. Un terminal de puerta G sale del
electrodo de control 4G y constituye un cuarto terminal, Una
parte 8 de la primera regidn 1 frente al electrodo de control
4G constituye la vegibn de control semiconductora.

Si se aplicaunatensidn de polarizacién de puerta
entre la puerta y el emisor del dispositivo semiconductor de
cuatro terminales o entre el terminal de puerta G y el termi
nal de emisor E, el factor de amplificacibn de corriente o
factor de amplificador de corriente con emisor conectado a'mg
sa hFE del mismo, cambia en respuesta a la tensién de polari
zacibén de puerta, siguiendo una curva convexa orientada hacia
abajo y sustancialmente simétrica con relacién a su valor mi
nimo. En otros términos, si se aplica una tensién de polari
zacién negativa con relacibém al terminal de emisor E en el
dispositivo de la figura 3, dentro de la gama positiva a par
tir dela tensibdn de umbral de la tensidén de polarizacibn, se
forma en una parte de la primera regién 1 (regién de emisor)
una capa de almacenamiento CG que tiene una funcidn similar a
la unién jH tipo LH que constituye la barrera de potencial en
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la figura 1} cuando la tensiéﬁ se acerca a un valor positivo.
Por tanto, la densidad de corriente JP de los agujeros de -la
corriente de difusidén que circula desde la segunda regibn (re
gibn de base) 2 hasta la primera regién (regibn de emisor) 1
disminuye j, por tanto, el factor hFE aumenta.

Mientras tanto, dentro de la regién negativa a par
tir de la tensién de umbral de la tensién de polarizacidn, se
fqrma una capa inversa IN en una parte de la regién de emisor
1 o de emisor de control 8 cuando la tensidn se acerca a la
direccibdn negativa y como cuando la regibn adicional 6 de la
figura 2 tiene un potencial eléctricamente flotante, los agu
jeros son reinyectados desde la capa inversa IN en la regidén
dg emisor 1. Por tanto, la densidad de la corriente JP de
los agujeros de la corriente de difusidn que circula desde la
regibén de base 2 hasta la regidn de emisor 1 disminuye y por
tanto el factor hFE aumenta.

| La figura 5 es;un grafico que representa la carac
téristica.de un nuevo dispositivo semiconductor dé cuatro ter
minales que se ilustra en la figura 3, obtenida por medio del
circuito de medicidn ilustrado en la figura 4.

| En la figura 4, la letra de referencia Q indica el
nievo dispositivo semiconductor de cuatro terminales que se
ilustra en la figura 3 de manera simbélica, en donde una 11
nea corta ha sido afiadida al simbolo del transistor bipolar
de la técnica anterior, paralelamente a su emisor para repre
sentar la puerta del dispositiéo semiconductor de cuatro ter
minales Q de tipo nuevo. En la figura 4, el nuevo dispositi
vo semiconductor de cuatro terminales Q esté ilustrado como
siendo del tipo de emisor conectado a masa. En la figura, la
letra de referencia R, indica una resistencia de carga de co
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lector del dispositivo Q, Vcc indica una fuente de tensibn de

colector,'IC su corriente de colector, IB su ¢orriente de ba-

se (constante), y Vop SU tensién de puerta emisor respectiva
mente.

En el grifico de la figura 5, siendo la tensibn de
colector-emisor V.. de 3V (voltios) y la corriente de base I
de 1 MA (microamperio), la curva caracteristica de la ten-
sibén de puerta-emisor (tensidn de polarizacién de puerta) Vop
(V) en funcibn de la corriente de colector I ( HA) y del
factor de amplificacidn de corriente con emisor conectado a
masa hFE’ ha sido ilustrado.

De acuerdo con la curva caracteristica de la figu
ra 5, se entenderi que el factor de amplificacidn de corriente
hFE cambia en resp;esta a la variacién de la tensidn de pola-
rizacidn de puerta, a lo largo de una curva convexa orientada
hacia abajo y aproximadamente simétrica con relacibén a su va-
lor minimo (cuando la tensién puerta-emisor es superior a la
tensién de wmbral).

Cuando el espesor de la regidén de emisor 1 del dis
positivo semiconductor ilustrado en la figura 3 se elige de
modo que sea inferior a la distancia de difusibn de los aguje
ros (portadores inyectados) la recombinacidn superficial, es-
tando 1la tensidn de puerta-emisor VGE sustancialmente igual
a la tensidén de umbral, tiene igualmente mucha influencia.
Por tanto, el tiempo de vida de'los portadores inyectados (pqg
tadores minoritarios) es corto y por consiguiente el valor
minimo del factor hp Puede ser reducido todavia més.

El modo de realizacibn ilustrado en la figura 3 es
un element6~de1 tipo NPN pero naturalmente es posible elegir
el dispositivo semiconductor del tipo PNP, como en el caso de

un transistor bipolar.
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En la figura 6, se iiustra un esquema del circui-
to multivibrador seglin el invento. En este caso, el dispo-
sitivo semiconductor segin el invento, estd designado por
la letra Q. El1 dispositivo tiene un terminal de puerta que
est4 conectado a través de una resistencia 15 a una fuente
de suministro de tensibn --B2 segin se ilustra. El emisor
del dispositivo estd conectado a masa de la manera represen
tada. El colector esti conectado a través de una resisten~
cia 12 a una fuente de suministro B,y el suministro B+
estl conectado a travds de otra resistencia 11 para propor-
cionar la polarizacidn de la base del dispositivo. La ba=-
se estd conectada a través de un condensador de bloqueo 13
a un terminal t, que recibe la sefial de disparo. EL colec
tor esté también conectado a un terminal de salida t, que
desarrolla la tensidn de salida deseada. Un condensador 14

interconecta el terminal de salida t, con la puerta y propor

ciona la funcidén de carga y descargazesencial que da lugar
al funcionamiento del multivibrador despilazando la' tensidn
de puerta de la manera descrita.
Haciendo ahora referencia a las figuras 7 y A, 8B

v éc, el punto -V1 de la figura 7 corresponde a la tensidn
-B, de la figura 6. Después de aplicar el impulso de dispa-
ro ilustrado en la figura 8A a ty el dispositivo semiconduc
tor pasa a ser completamente conductor lo que disminuye inme
diatamente la tensién que aparece en el terminal de salida
t,. Esta conexibn a masa de la tensién en t, da lugar enton
ces a un desplazamiento de la tensibén de la puerta hasta wn
punto de la figura 7 que corresponde a --(V1 + VH). Esto se
representa en la figura 8C bajo la forma de una linea verti

cal fuertemente inclinada que se extiende desde el punto
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--V1 hasta el punto --(V1 + VH).

El condensador 14 empieza entonces su ¢iclo de des
carga dando lugar a un cambio de tensidn que se ilustra por
medio de la linea curva en la figura 8C. BEsencialmente, la
tensién de polarizacién vuelve entonces,debido a la descarga
del condensador 14,al nivel —V1, Cuando se acerca a -V,, el
factor de amplificador de corriente con emisor conectado a
masa cambia répidamente desde un nivel alto hasta un nivel ba
jo 1o que reduce mucho la conduccién del dispositivo semicon
ductor Q y hace que la tensidn de salida aumente rapidamente

a lo largo de la linea curva 16 en la figura 8B. Esto com-

pleta el ciclo de funcionamiento del multivibrador. A con-

tinuacién, el ciclo se repite cuando llega el siguiente im-
pulso de disparo que se ilustra en la figura 8A.
En resamen, la presente Patente de invencibn que se
solicita deberd recaer en las siguientes.
REIVINDICACIONES
1.) Circuito multivibrador monoestable caracteriza

do por una disposicién que incluye un dispositivo semicondug
tor (Q) que tiene una primera regibdn semiconductora de un ti
po de conductividad, una segunda regién semiconductora del
tipo de conductividad opuesto adyacente a dicha primera re-
gidén con una primera unibn semiconductora entre ellas, una
tercera regibén semiconductora del mismo tipo de conductividad
que dicha primera regién adyacente a dicha segunda regibn con
una segunda unidn semiconductora entre ellas, unos primero,
segundo y tercer terminales conectados con dicha primera, se-
gunda y tercera regiones, respectivamente; un cuarto terminal
conectado con dicho dispositivo semicoductor y que tiene por

10 menos una porcidén situada en una posicibn adyacente a di-
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nal, y una capa aislante que separa dicho cuarto terninal de
dicha primera regibn,

un primer dispositivo de circuito para aplicar una
sefial de disparo al segundo terminal de dicho dispositivo se
miconductor,

un ramal de circuito que contiene un condensador
(14),conectando dicho ramal los tercer y cuarto terminales,

aplicindose una polarizacidn predeterminada a dicho
cuarto terminal, y '

un segundo dispositivo de circuito para polarizar
dicho dispositivo en estado de conduccibn.

2.) Circuito segln la reivindicacidn 1, caracteriza
do porque dicho dispositivo (Q) funciona como dispositivo de
cuatro terminales con emisor conectado a masa y porque una im
pedancia - estd ' dispuesta en serie con dicha polarizacibn

fredeterminada, estando también dicha polarizacibén y dicha im
pedancia conectadas en serip con dicho ramal del circuito.

3.) Circuito segin la reivindicacién 1, chracteriza
do porque dicha polarizacidn predeterminada se elige de tal
manera que tenga un valor tal que en la ausencia de impulso de
disparo y en estado constante dicho cuarto terminal tenga un
valor de tensidén que haga que la caracteristica de amplifica-
cibén con emisor conectado a masa de dicho dispositivo,tenga
un nivel relativamente bajo. '

4.) Circuito segiin la reivindicacidn 3, caracteriza
do porque dicho segundo dispositivo de circuito de polariza-
cibén hace que dicho dispositivo (Q) desarrolle una tensibn
constante a través de dichos primero y tercer terminales, es-

tando dicha sefial de disparo constituida por un impulso que
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tiene'un valor sustancialmente superior al de dicho segundo
dispogitivo de circuito de polarizacién y haciendo que dicho
dispositivo (Q) funcione a un nivel relativamente alto 1o que
da lugar a una tensibén fuertemente reducida entre dichos pri-
mero y tercer terminales, con lo cual la tensién de dicho cuar
to terminal es cambiada por el funcionamiento de dicho conden
sador a un valor que sitfia la caracteristica de amplificacibn
con emigor conectado a masa de dicho dispositivo,en un nivel
relativamente alto, ; .

5.) Circuito segin la reivindicacidn 4, caracteriza
do porque el tiempo de descarga de dicho condensador (14) es
inferior al periodo de repeti&ién de la seflal de disparo.

6.) Circuito segiin la reivindicacién 1, caracteriza
do porque dichas primera y tercera regiones del dispositivo
semiconductor tienen cada una por 1o menos una primera porcién
con concentracioné; sustancialmente del mismo orden de magni-
tud y ﬁérque dicha primera'regién estd provista de una segun
da porcidn que tiene una concentracién de impurezas superior
a la de dicha primera porcibén de la primera regién en una po-
sicibn separada de dicha priméra unién por una distancia in-
Perior a la distancia de difusién de los portadores minorita
rios. )

7.) Se reivindice por Gltimo como objeto sobre

el que ha de recaer la Patente de Invencidén que se solici-

ta por: "CIRCUITO MULTIVIBRADOR MONOESTABLE"
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Todo conforme queda descrito y reivindica-
do en la presente Memoria descriptiva que consta de
veinte paginas mecanografiadas y dibujos gque se acom-

pafian.

Madrid, 7 de mayo 1.975

BERNARDO UNGRIA

.4
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